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【はじめに】 

次世代レーザー加工技術として超短パルスレーザーは非熱的加工ができると期待されており、

その加工特性の理解が必要になっている。基本的な加工特性の一つであるアブレーション閾値は、

パルス幅に依存することが知られており、より短いパルス幅において減少する。フェムト秒領域

のパルス幅依存性について多くの研究が行われてきたが、赤外線領域の波長を用いたパルス幅依

存性の研究が多く、より短波長領域のパルス幅依存性の研究は少ない。本研究では、近紫外領域

(波長 400nm)における合成石英のアブレーション閾値のパルス幅依存性(フェムト秒領域)につい

て、定量的検討を行う。 

【研究内容】 

	 実験には Ti:sapphire レーザーの第２高調波を採用し、合成石英の単一ショット加工を行っ

た。このアブレーション閾値は、単一ショットの加工痕の直径と照射フルエンスの関係を外挿す

る[1]ことで算出した。数値計算では、合成石英のアブレーション閾値は、パルスレーザー入射時

の物質中の自由電子密度の時間変化をシングルレート方程式[2]およびマルチレート方程式[3]を

用いて計算することで求める。アブレーション閾値は計算上、臨界自由電子密度を基準としてそ

のパルス幅依存性を求めた。以下に、計算に用いたシングルレート方程式を示す。 
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